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典型特性曲线 

图 1. 典型输出特性
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图2. 典型饱和压降特性
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图3. 传输特性
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图4. 饱和压降 vs. VGE
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图5. 饱和压降 vs. VGE
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图6. 饱和电压 vs. 温度
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典型特性曲线（续） 
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典型特性曲线（续） 
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图14. 开关损耗 vs. 集电极电流
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图13. 关断特性vs. 集电极电流
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图15. 正向特性
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图16. 反向恢复时间vs.正向电流
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图17. 反向恢复电荷vs.正向电流
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图18. 最大安全工作区域
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封装外形图  

TO-3P 单位：mm 
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 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最

新。 

 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整

机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！ 

 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！ 
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1. 正式版本发布 
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